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(57) Abstract: The invention relates 
to a method and to a device for drying 
circuit substrates (13), in particular 
semi-conductor substrates. According 
to the invention, a circuit surface (30) 
is rinsed by means of a rinsing liquid 
(10) during a rinsing phase and is 
dried in a subsequent drying phase. In 
the rinsing phase, the circuit substrate 
is displaced in a direction of the flat 
extension thereof, transversally and 
in relation to a liquid level (28) of the 
rinsing liquid mirror, in such a manner 
that a liquid meniscus is formed in a 
transition area which varies according 
to the relative movement thereof, 
between the circuit surface and the 
liquid level, and the transition area 
moistened by the liquid meniscus is 
impinged upon by thermal radiation 
(36) in the drying phase. 

(57) Zusammenfassung: Verfahren 
und Vorrichtung zur Trocknung 
von Schaltungssubstraten (13), 
insbesondere Halbleitersubstraten, bei 
dem bzw. der in einem Spiilgang ein 
Spulen einer Schaltungsoberflache 
(30) des Schaltungssubstrats mit einer 
Spulflussigkeit (10) erfolgt und in 
einem nachfolgenden Trocknungsgang 
die Schaltungsoberflache getrocknet 
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wird, wobei in dem Spiilgang das SchaJtungssubstiat in Richtung seiner ebenen Erstreckung, quer und relativ zu einem 
Fliissigkeitsspiegel (28) der Splilfliissigkeit, bewegt wird, derart, dass sich an einem sich aufgrund der Relativbewegung andemden 
Ubergangsbereich zwischen der Schalmngsoberflache und dem Fliissigkeitsspiegel ein Fliissigkeitsmeniskus ausbildet, und in dem 
Trocknungsgang eine Beaufschlagung des von dem Fliissigkeitsmeniskus benetzten Ubergangsbereichs mit Warmestrahlung (36) 
erfolgL 



